YARIMKEÇİRİCİ DİODLARIN TƏDQİQİ
İşin məqsədi

Yarımkeçirici diodların volt-amper xarakteristikalarının (VAX) eksperimental çıxa​rılması və bu xarakteristikalar üzrə həmin cihazların parametrlərinin təyini.
Laboratoriya işinin aparılması üçün avadanlıq

Laboratoriya işi yerinə yetirilən zaman LQ-1 laboratoriya qurğusundan istifadə olunur. Qurğunun üz tərəfində diodların VAX-nın tədqiqinin sxemləri verilir. Sxemdə qısa-qapayıcı bəndlərin və nəzarət–ölçü cihazlarının (milliampermetrin, voltmetrin və ossiloqrafın)  qoşulması üçün düyünlər nəzərdə tutulmuşdur. Diodların VAX-nın tədqiqi sxemlərində qida gərginliyi uyğun potensiometrlərlə həyata keçirilir. 
Nəzəri hissə 

P–n keçidin düz və əks qoşulması
p–n keçidin ən mühüm xüsusiyyəti onun düzləndirmə xassəsidir. Keçid oblastı əsas yükdaşıyıcılarla yoxsullaşdığından onun xüsusi müqaviməti ballast hissələrə nisbətən bir neçə tərtib yüksəkdir. Odur ki, xarici gərginlik tamamilə keçid oblastında düşür. Mənbəyin müsbət qütbü p–oblasta, mənfi qütbü n–oblasta bağlanarsa (şək.1,a), yekun sahənin intensivliyi azalır. Bu zaman potensial çəpərin eni də azalır:

[image: image1.png]


                     [image: image2.png]



a)                                                     b)

Şək.1.

eφk=e(φk0-U)
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Bu xarici sahənin düz istiqaməti adlanır.
Müsbət qütb n–, mənfi qütb p–oblasta birləşdirilərsə (şək.1, b), yekun sahənin intensivliyi artar. Eyni zamanda potensial çəpərin eni də artar:

eφk=e(φk0+U)
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Bu isə xarici sahənin əks istiqaməti adlanır. 

p-n- keçiddə yer aan prosseslərdən konkret olaraq hansından istifadə olunmasına görə yarımkeçirici diodlar altı əsas funksional növə bölünürlər: düzləndirici, yüksəktezlikli, impuls, tunel, stabilitron, varikap. Şək.2-də tipik diodun strukturu göstərilmişdir. burada baza və emitter elektrodlarla omik keçid formalaşdırır. Diodun dövrəyə qoşulması üçün elektrodlara metallik çıxışlar bərkidilmişdir. 
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Şək.2.

P–n keçidin VAX–ı
p–n keçiddən axan cərəyan
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kimi təyin edilir. Bu ifadə p–n keçidin VAX–ı təyin edir (şək.3). Düz istiqamətdə U>0 və cərəyan gərginlikdən eksponensial asılı olaraq artır. Əks istiqamətdə isə cərəyan bir qədər artıb İs doyma qiymətinə yaxınlaşır. Doyma cərəyanı yarımkeçiricinin aşqarlanma dərəcəsindən, keçidin ölçülərindən və temperaturdan asılıdır və verilmiş yarımkeçirici üçün sabitdir. İdela p-n- keçidin xarakteristikasından fərqli olaraq, real diodun düzünə gərginliklər oblastında VAX-ı birinciyə nəzərən bir qədər aşağıda yerləşir. Buna səbəb qütblərə tətbiq olunmuş gərginliyin bmr hissəsinin diodun baza müqavimətində düşməsidir. 
p–n keçidin VAX–dan onun statik və differensial (dinamik) müqavimətini hesablamaq olar. Statik müqavimət- 
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         kimi təyin edilir. 
Qeyd edək ki, VAX–n düz və əks qollarında miqyaslar müxtəlifdir. Belə ki, düz istiqamətdə işçi oblast cəmi bir neçə voltdursa, əks istiqamətdə (101–102)V tərtibində olur.

Yarımkeçirici diodlar onların hazırlanmasında istifadə olunan yarımkeçirici materiala görə də fərqlənirlər. Ən çox istifadə olunan yarımkeçirici materiallar Ge və Si. Bu materiallardan hazırlanmış diodların VAX-larının temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi şək.4-də göstərilmişdir. 
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Şək.3.
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Şək.4.

İşin aparılma qaydası

Yarimkeçirici diodların tədqiqi üçün sxem şək.5-də təsvir edilmişdir.
Diodun (VD1) VAX-nın düz və əks budaqları tədqiq edilir. Sonra germa​nium diodu silisium diodu ilə əvəz olunaraq analoji ölçmələr aparılır. Bu zaman sxemin digər komponentləri əvvəlki kimi saxlanılır. 

Ölçmələrin nəticələri cədvəl 1-ə daxil edilir.
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Şək.5.

[image: image13.emf]                                                                                                                                             Cədvəl 1   Qoşulma sxemi   Diodun  növü  Ölçülən  parametr  Düzünə qoşulma  Əksinə qoşulma   U                I                  


Ədəbiyyat
1. Каяцкас А.А. Основы радиоэлектроники. М.: Высшая школа, 1988, с.167-174, с.418-428.

2. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. М.: Энергия, 1967.с.58-141.

3. Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энергоатомиздат, 1990. с.31-58.

4. Бочаров Л.Н. Электронные приборы. М: Энергия, 1979. с.48-87.











































PAGE  
1

_1329235936.unknown

_1329239199.unknown

_1329239283.unknown

_1392406446.doc
                                                                                                                                           Cədvəl 1

		Diodun növü

		Ölçülən parametr

		Qoşulma sxemi



		

		

		Düzünə qoşulma

		Əksinə qoşulma



		

		U

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		I

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		








_1329236185.unknown

_1012157626.vsd

_1328028021.unknown

_1012157361.unknown

